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半導体デバイスは異なる不純物や密度をもつ薄膜の積層構造で構成され、各層の電気的特性は

電極を用いた抵抗測定やホール測定などで評価される。近年、非接触、非破壊での簡便な薄膜の

伝導度評価法としてテラヘルツ（THz）光を用いた分光手法が注目されている。この方法は n型と

p型の区別はできないものの、層ごとの伝導度を抽出できる利点をもつ。最近我々は、n型と p型

を簡便に区別する新たな方法として、円偏光を用いた磁気光学カー効果測定法を提案した[1]。こ

の手法は、偏光素子を変えずに磁場変調の成分のみを抽出することでホール測定と等価な情報を

得ることができる。これまで InSb [1]や n型、p型 Ge [2]などのバルク試料において測定手法の評

価を行ってきた。そこで本発表では、既知のキャリア密度をもつ GaAsエピ膜や p-i-n構造に対し

て本手法を適用し、実デバイスの電気的特性評価法としての有効性を示す。 

実験では偏光ビームスプリッターと Si プリズムで変換した円偏光 THz 波を垂直入射で試料に

照射し、±0.4 T の磁場下で反射した THz波の差分成分を抽出した[2]。Fig. 1 に n型 GaAsエピ膜

（3.4×1017 cm-3，4 μm）における反射波（𝐸0、黒線）と磁場印加の差分（∆𝐸、赤線）を示す。こ

れらをフーリエ変換し求めた∆𝐸 2𝐸0⁄ = 𝜂 − 𝑖𝜃を Fig. 2 に示す。ここで𝜂は磁気カー楕円率角、𝜃は

磁気カー回転角である。キャリア密度から予想されるスペクトル（実線）は測定結果をおおよそ

再現している。発表では p 型 GaAs エピ膜、p-i-n 構造のデバイスに適用した結果についても言及

し、ほかの THz分光から評価した電気的特性[3,4]と比較する。 
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Fig. 1 𝑬𝟎 and ∆𝑬 for n-GaAs film 
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Fig. 2 𝜼 and 𝜽 for n-GaAs film (±0.4 T) 
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